Ejercicios Resueltos de Dispositivos Electronicos |
Examen Final de Septiembre de 2000 - Ejercicio 4 - Apartado (b)*

Enunciado

Si el circuito anterior se modifica como se ilustra en la Figura 1, hallar el nuevo punto de trabajo, justificando los resultados.
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(a) Enunciado

Figura 1: Circuitos

Solucioén:

Sabemos del ejercicio anterior que Rg1=330kQ, Rg2=220kQ, Rs=8,2kQ. Para el transistor My : |Vp| = 5V, Ipss = 23mA.
(Considerar su curva caracteristica ideal).

En este caso particular, la caida de tension en la el resistor Rgz €s cero. Si volvemos a suponer que el transistor M1 esta
trabajando en zona de saturacion, la ecuacion de segundo grado que permite obtener el valor de la tension entre puerta y fuente
es
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resolviendola, obtenemos dos posibles valores: [Vgs|; = 5,88308V, que no vale como solucion, pues al ser mayor que [Vp| =5V
estarfa el transistor en corte y |Vas|, = 4,24948V, que es correcto con las suposiciones que hemos hecho. El valor real de la

1Resuelto por el Prof. Andrés A. Nogueiras Meléndez en 2000, revisado y corregido en 2001, aaugusto@dte.uvigo.es



tension entre puerta y surtidor es negativo, por lo tanto Vgs = —4,24948V. Luego el valor de la corriente de drenador es

Vas|  4,24948V
Ip = Gsl _ — 518,22027pA
D="Rs T B2KQ 01822927

y la tension entre drenador y surtidor es
Vps = Vpp — Rslp = 15V — 8,2KQ - 518,22927puA = 10, 75052V
Falta por comprobar que los valores calculados son coherentes con la suposicion del transistor en zona de saturacion

Vos| > [IVp| = [Vgsl|
110,75052| > ||5|—|—4,24948||

y por lo tanto la suposicion es correcta.
Por lo tanto el punto de trabajo del transistor es:

Vps = 10,750V y Ip = 518, 229mA

Comprobaciones

(4)

®)

(6)
()

Si se escoge que el transistor esta bien en zona ohmica o en corte se llegan a resultados incoherentes. Comenzemos por el

transistor en zona ohmica. Su resistor equivalente entre drenador y surtidor es

[Vl SV
rbs = = = 217,3913Q
PS ™ o] 23mA ’
la corriente que atraviesa el transistor y el resistor de surtidor es
V 15v
I DD =1,78202mA

~ Yos+Rs  217,3913Q + 8,2KQ

como la corriente por la puerta del transistor sigue siendo despreciable y el valor de la caida de tension en el resistor Rg es

Vra2 = 0V, la caida de tension entre puerta y surtidor es
Ves= —IpRs= —1,78202mA -8,2KQ = —14,61256V

este valor implicaria que el transistor esta en corte y no en zona ohmica. Por lo tanto la suposicién es incorrecta.

Si suponemos que el transistor esta en zona de corte, no circula corriente por el transistor ni por la resistencia Rg, y la tension

Vgs = +0V, que al ser cero nunca permite que el JFET esté en zona de corte.



